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１．概要（Summary） 

ALD の高速低温成膜プロセス開発に先立ち、ALD の

特長であるコンフォーマル性能[1]を確認する為に今回、

産業総合技術研究所のナノプロセシング施設を利用し[2]、

リファレンスとして SiO2と Al2O3を ALD成膜し評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 原子層堆積装置[FlexAL] 

【実験方法】 

Table. 1 条件にて SiO2及び Al2O3膜を PE-ALD 成

膜、基板は平板及び高さ5 mmの側壁基板、Φ10 m深

さ 10 mのホール付きウエハー とした。成膜後のサンプ

ルは持ち帰り、膜厚分布をエリプソメータ及び断面STEM

で、表面粗さを AFM で評価した。また手持ちの CVD で

成膜した SiCO膜の特性と比較した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ALD膜と CVD膜のコンフォーマル性能比較を Table. 

2 に、Φ10 m ホール上に ALD 成膜した SiO2膜の断

面 STEM写真を Fig. 1に示す。ALD膜は平板，凹凸カ

バレージ面共に膜厚ばらつきが CVD の 1/10 以下となる

均一成膜が出来ており、表面粗さも平坦であった。 
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Table. 1. Conditions of ALD process. 

Table. 2. Conformal performance comparison of 

ALD and CVD films. 

 

 
Fig. 1. Cross-section STEM imeges of SiO2 film 

with Φ10 m hole prepared by ALD. 


